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１．はじめに

半導体製造工程における絶縁膜エッチングでは、

エッチング剤として HF や NH4F、もしくはそれらの

混合剤である BHF が用いられている。しかし、これ

らのエッチング剤は、配線材料として用いられる Al

や Al 合金を腐食してしまう。したがって、Al や Al

合金が露出する構造を有するViaやPad形成時の絶縁

膜エッチングには用いることが困難であり、ドライ

エッチングが積極的に採用されてきた。しかし装置

が高価であり、かつ生産性が低いために、大きな問

題となっている。この問題を解決するため、我々は

独自の技術により、Al や Al 合金を腐食することなく

窒化膜、酸化膜（p-TEOS*1 など）に代表される絶縁

膜をエッチングすることが可能なエッチング剤を開

発した。

２．実験方法

本開発の方針として、HF/NH4F を基本に添加剤を

加え、Al や Al 合金の防食効果を確認した。具体的に

は Si ウエハの片面にスパッタリングにて成膜した

AlCu（0.5%Cu 含有）基板を、添加剤組成を変化させ

た HF/NH4F 混合剤（開発品）でエッチングし、エッ

チング後の AlCu 表面状態を SEM 観察した。また

p-TEOS に対する AlCu のエッチングレートから選択

比を求めた。

３．実験結果及び考察

Fig.1 に BHF（HF/NH4F/H2O=1.5/15/83.5 [wt%])と

開発品（HF/NH4F は BHF と同濃度） 25℃、3.5 分で

エッチングした時の SEM image を示す。BHF では、

処理条件等により、AlCu 表面に Al の孔食や粒界腐食

が確認された。一方開発品で処理しても荒れは見ら

れなかった。Table.1 に p-TEOS，AlCu のエッチング

レート、選択比を示す。開発品は HF/NH4F が同濃度

でありながら、p-TEOS のエッチングレートが約 1.5

倍になり、AlCu のエッチングレートが大幅（1/130）

に減少した。選択比（p-TEOS/AlCu）については、約

200 倍向上した。この結果から BHF へ添加剤を添加

すると十分なAlCuの防食効果を得ることが確認でき、

ドライエッチングの代替や Al や Al 合金を保護する

プロセスが不要となるため、新たなプロセス工法が

可能となる。

  

BHF Developed Etchant

p-TEOS [nm/min] 86.3 135.1

AlCu [nm/min] 174.7 1.3
Selectivity 
(p-TEOS/AlCu) 0.5 103.9

*1 p-TEOS: TEOS (Tetraethoxysilane) ガスを用いたプラズマ

CVD 法により形成した酸化膜

Pitting

Grain Boundary

After Treatment with BHF

After Treatment with BHF

After Treatment with Developed Etchant

Fig.1 SEM image on AlCu surface

Table.1 Etching Rate and Selectivity of p-TEOS and AlCu
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